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Question…

PVQAT TG8 – working on thin film modules 背景：富士電機（現FWAVE）による報告

Damp Heat / Dry Heat中の光照射や電流注入
効果の調査

I-V、破壊分析 まとめ

モバイル向けCIGS市販フレキシブル製品の例: EL images
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(A.Takano et al., EU PVSEC 2013, 3BO.5.4)
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光照射ＤＨと電流注入ＤＨ、通常のＤＨでの違いは？
どのようなメカニズムで？

これは他社や他材料系のモジュールでも発生するか？
・other flexible thin film Si products?
・flexible CIGS?
・rigid thin films?

規格への反映の必要性は？
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試験した範囲では、
・ＤＨ中の光照射による劣化の加速が、少なくとも１種の

フレキシブルＣＩＧＳ製品において観測された。
酢酸量や水分量に変化が起こっている可能性が示唆される。
詳しい劣化機構はまだ不明。

・電流注入と光照射の違いは今のところ明確でない（ここではデータを示していない）。

・入手した市販品のバラツキが大きい。特性の揃った薄膜試料での追試が望ましい（計画中）。
・他機関(国内企業、NREL, FSEC等）とも連携しつつデータ数を増やし、結果によっては

IEC規格への反映を提案していく。

・スクライブ等によるinterconnection
・TCO層、裏面電極層
・フレキシブルモジュール
等、薄膜特有の要素の試験を扱う

http://www.nrel.gov/ce/ipvmqa_task_force/

電流注入しないと再現しない劣化を発見
（通常のＤＨでは気づかない！）

→EVAを他材料に変え、製品化前に解決できた
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光照射vs電流注入

一度にたくさん試験しにくい
電流の向きは実環境と同じ

一度にたくさん試験できる
電流の向きは逆

…

(A. Takano et al., 
EU PVSEC 2013, 
3BO.5.4)

電流注入+ DH 光照射+ DH

W
hi

te
 L

E
D

s

gl
as

s

m
od

ul
es

加温試験中の光照射効果

TF-Si monolithic

CIGS monolithic

加熱 (モジュール温度80～85℃)
（20%or85%r.h.）＋光照射

Damp Heat ＋
電流注入

加熱 (85℃ 20%or85%)
(dark)

LED光照射チャンバー

劣化を比較(I-V, EL)
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光照射の方が暗い
最初の500 hで暗くなった後、そのレベルを維持 やはり光照射の方が速く暗くなる

（注：そもそもDamp Heatに非常に弱い製品）
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試験した限りでは
・光照射の方がI-Vも劣化
・最初の500 hで低下、その後維持
（ただし、試料数は２点だけ）

破壊分析では光照射有りの試料では
なしの試料に比較してセル付近受光面
側のEVA中の酢酸や水酸基が少なめ。

薄膜フレキシブルモジュールの
DH試験中の光照射・電流注入の影響


